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DESCRIPCION
Interconexion de puente con vias a través de silicio
CAMPO TECNICO

[0001] La presente divulgacion se refiere a la encapsulacién de circuitos integrados (Cl), y mas especificamente
a las interconexiones de puente entre circuitos integrados de lado a lado dentro de un encapsulado con sustrato.

ANTECEDENTES

[0002] En la encapsulacion de Cl, existe la necesidad de proporcionar dados semiconductores en una
configuracién de lado a lado dentro de un encapsulado e interconectarlos. El encapsulado puede ser, por ejemplo,
un encapsulado de bastidor de conductores.

[0003] En una configuracién, se encapsulan dados semiconductores con el lado activo de cada dado orientado
hacia afuera de la base de encapsulado. La interconexién entre dados se logra por union con hilos. Sin embargo,
las reglas de disefo para la interconexion de ensamblaje pueden estar limitadas por las dimensiones del didmetro
de los hilos y la herramienta capilar en la unién con hilos, lo que requiere almohadillas de unién que sean lo
suficientemente grandes y estén lo suficientemente espaciadas entre si para acomodar las dimensiones. Por tanto,
el nimero de interconexiones esta limitado por el tamafio de las interconexiones. Ademas, la inductancia de los
conductores en la unioén con hilos de dado a dado puede limitar el rendimiento del dispositivo encapsulado.
Ademas, un hilo de oro es una eleccién convencional para la unién con hilos, lo que incrementa significativamente
el coste neto del encapsulado.

[0004] En otra configuracion, la encapsulacion con bolas de soldadura de chip boca abajo la region del dispositivo
activo del dado esta en la superficie orientada hacia el sustrato de montaje del encapsulado, por ejemplo, hacia
abajo. En esta configuracion, la densidad de interconexién entre dados adyacentes también esta limitada por los
requisitos de tamario de las almohadillas de contacto.

[0005] La patente de Estados Unidos n. 5,225,633 divulga la interconexién de dos dados semiconductores en
una configuraciéon de lado a lado usando elementos de puente. Cada elemento de puente comprende un dado
rigido de silicio que soporta conductores soporte de conduccién sobresalientes. El puente se coloca en un espacio
entre dos dados semiconductores, y la extensiéon del saliente de cada conductor soporte y el posicionamiento
adyacente se seleccionan para proporcionar un acoplamiento apropiado con almohadillas de unién posicionadas
en cada uno de los dados semiconductores que se van a interconectar. Sin embargo, no se divulga ningin
procedimiento de formacion de conductores soporte o de su disposicién en el puente de silicio. Ademas, la
manipulacion y el ensamblaje de los conductores soporte puede ser dificil, y el puente ocupa espacio entre los dos
dados. Ademas, como el oro es un metal de interconexion preferente, existe un impacto sobre el coste del material
del encapsulado ensamblado.

[0006] Por lo tanto, existe la necesidad de obtener un sistema de interconexién de encapsulacion entre dados
semiconductores adyacentes que simplifique el procedimiento de ensamblaje, reduzca el coste de los materiales
de interconexién y posibilite la interconexién entre chips con una distancia entre centros mas fina de lo que es
convencionalmente permisible con la unién con hilos e interconexiones de conductores soporte equivalentes.

[0007] La solicitud de patente US 2004/0184250 se refiere a un encapsulado apilado con mudltiples chips que
comprende un sustrato, un primer chip inferior, un segundo chip inferior, un chip superior y un soporte. El sustrato
tiene una superficie superior, y el primer chip inferior y el segundo chip inferior estan dispuestos en la superficie
superior del sustrato y conectados eléctricamente al sustrato. El soporte esta dispuesto y conectado eléctricamente
al primer chip inferior y al segundo chip inferior simultdaneamente, y el chip superior esta montado en el soporte.
Ademas, el chip superior esta conectado eléctricamente al sustrato a través del soporte, el primer chip inferior o el
segundo chip inferior.

[0008] La solicitud de patente US 2008/0105987 se refiere a un dispositivo semiconductor que tiene un
intermediador formado en un chip semiconductor. El chip semiconductor incluye un sustrato que tiene electrodos
externos usados para la transferencia de sefiales o suministro de energia con respecto al exterior y almohadillas
para el suministro de energia dispuestas en un area en el sustrato en la que los electrodos externos no estan
formados y conectados a los electrodos externos por medio de hilos en la superficie principal del mismo. El
intermediador tiene una capa conductora dispuesta en parte de la superficie principal del chip semiconductor en la
que las almohadillas para el suministro de energia no estan formadas, conectada al chip semiconductor por medio
de clavijas de conexion y conectada a los electrodos externos para el suministro de energia por medio de hilos.

[0009] La solicitud de patente US2008/0084725 A1 se refiere a disposiciones de chips electronicos, incluyendo
una disposicion de chips tridimensional que incluye un administrador de memoria. La disposicién de chips tiene un
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sustrato base en el que se disponen los dados légicos. Se apilan tres dados de memoria en los dados l6gicos. Una
interfaz de control en el sustrato base conecta los dados l6gicos.

BREVE EXPLICACION
[0010] Los aspectos de la presente invencidén se exponen en las reivindicaciones adjuntas.

[0011] Los rasgos caracteristicos y ventajas adicionales de la invencion se describiran a continuacion en el
presente documento, que forman el objeto de las reivindicaciones de la invencion. Se debe apreciar por los
expertos en la técnica que la concepcion y modo de realizacion especifico divulgados se pueden utilizar facilmente
como una base para modificar o disefiar otras estructuras para llevar a cabo los mismos propésitos de la presente
invencion. También se debe comprender por los expertos en la técnica que dichas construcciones equivalentes no
se apartan del espiritu y alcance de la invencién como se expone en las reivindicaciones adjuntas. Los rasgos
caracteristicos novedosos que se cree que son caracteristicos de la invencién, tanto en lo que respecta a su
organizacion como a su procedimiento de funcionamiento, conjuntamente con otros objetos y ventajas, se
entenderan mejor a partir de la siguiente descripcion cuando se consideren en relacion con las figuras adjuntas.
Se ha de entender expresamente, sin embargo, que cada una de las figuras se proporciona solo con el propoésito
de ilustracién y descripcion, y no se pretenden como una definicion de los limites de la presente invencién.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

[0012] Para un entendimiento mas completo de la presente invencion, ahora se hace referencia a las siguientes
descripciones tomadas junto con los dibujos adjuntos, en los que:

La FIGURA 1 muestra un sistema de comunicacién inaldambrica ejemplar en el que se pueden emplear de
forma ventajosa modos de realizacion de la invencién.

La FIGURA 2 ilustra una vista en planta de una interconexion de puente con TSV de acuerdo con un modo
de realizacion de la invencién.

La FIGURA 3 es una vista en seccion transversal en despiece ejemplar de un modo de realizacién de una
interconexién de puente entre dos dados de chip boca abajo.

La FIGURA 4 es una vista en seccion transversal en despiece ejemplar de un modo de realizacién de una
interconexién de puente entre dos dados de union con hilos.

La FIGURA 5 es una vista en seccion transversal en despiece ejemplar de un modo de realizacién de una
interconexién de puente entre un dado de chip boca abajo y un dado de unién con hilos.

La FIGURA 6 es una vista en seccion transversal en despiece ejemplar de un ejemplo, que no se encuentra
dentro del alcance de la invencién reivindicada, en la que se apilan dados adicionales en una interconexién
de puente.

DESCRIPCION DETALLADA

[0013] Se divulgan procedimientos y estructuras para conectar dos dados semiconductores (chips), que se
colocan en una configuracién de lado a lado en un encapsulado basado en sustrato. Las conexiones se pueden
conseguir usando un dado de puente de interconexion semiconductor (tipicamente silicio) para hacer contacto con
ambos dados de lado a lado. El dado de puente de interconexion tiene vias a través de silicio para conectar las
almohadillas de contacto en cada uno de los dados a la superficie opuesta del dado de puente de interconexién.
Estan formadas lineas de interconexion en el dado de puente de interconexion para completar las conexiones entre
las vias a través de silicio.

[0014] La FIGURA 1 muestra un sistema de comunicacion inalambrica 100 ejemplar en el que se puede emplear
de forma ventajosa un modo de realizacién de la invencion. Con propositos de ilustracion, la FIGURA 1 muestra
tres unidades a distancia 120, 130 y 150 y dos estaciones base 140. Se reconocera que los sistemas de
comunicacioén inalambrica tipicos pueden tener muchas mas unidades a distancia y estaciones base. Las unidades
a distancia 120, 130 y 150 incluyen encapsulados con multiples chips con interconexiones de puente con vias a
través de silicio (TSV) 125A, 125B y 125C, lo que es un modo de realizacion de la invencion como se analiza mas
adelante. La FIGURA 1 muestra sefales de enlace directo 180 desde las estaciones base 140 y las unidades a
distancia 120, 130 y 150 y sefiales de enlace inverso 190 desde las unidades a distancia 120, 130 y 150 a las
estaciones base 140.

[0015] Enla FIGURA 1, la unidad a distancia 120 se muestra como un teléfono mévil, la unidad a distancia 130
se muestra como una un ordenador portatil y la unidad a distancia 150 se muestra como una unidad a distancia en
una ubicacion fija en un sistema de bucle local inaldambrico. Por ejemplo, las unidades a distancia pueden ser
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teléfonos méviles, unidades de sistemas de comunicacién personal (PCS) de mano, unidades de datos portatiles,
tales como asistentes de datos personales o unidades de datos en una ubicacion fija, tales como equipos de lectura
de contadores. Aunque la FIGURA 1 ilustra unidades a distancia de acuerdo con las ensefianzas de la invencién,
la invencion no se limita a estas unidades ilustradas ejemplares. La invencién se puede emplear adecuadamente
en cualquier dispositivo que incluya un encapsulado con multiples chips que tenga chips en una configuracion de
lado a lado.

[0016] La FIGURA 2 ilustra una vista en planta de una configuracion 200 de interconexién de puente con TSV
de acuerdo con un modo de realizacion de la invencién. La configuracién 200 incluye un sustrato 210, que puede
ser, por ejemplo, una placa de circuito impreso con sustrato organico o ceramico. Se pueden colocar dos 0 mas
dados, donde cada dado tenga un primer y un segundo lado, en el sustrato 210. Para una ilustracién ejemplar, en
referencia a la FIGURA 2, los dos dados 220 y 230 se muestran colocados en una configuracién de lado a lado.
Una superficie de los dados 220 y 230 se puede conectar al sustrato 210, y finalmente a los conductores del
encapsulado.

[0017] Un dado de interconexion de puente 240 que tiene un primer y un segundo lado se solapa al menos
parcialmente y se comunica eléctricamente con los dados 220 y 230. Las vias a través de silicio (TSV) 270 rellenas
de metal conductor conectan el primer lado (que se muestra orientado hacia afuera de la pagina) del dado de
interconexién de puente 240 a los circuitos activos en los dados 220 y 230. Las lineas de interconexion 272 en el
primer lado del dado de interconexién de puente 240 completan, entonces, las conexiones entre los dados 220 y
230. Para diferentes aplicaciones funcionales, donde las funciones especificas de los dados 220 y 230 cambian,
las lineas de interconexion 272 se pueden reconexionar apropiadamente y las TSV 270 se pueden reubicar por un
cambio en las fotoméascaras y la fabricacion al nivel de procesamiento a escala de oblea.

[0018] Ademas, las lineas de interconexién 272 pueden ser principalmente interconexiones de metal pasivo.
Aunque no mostrado en la FIGURA 2, el primer lado del dado de interconexién de puente 240 puede incluir circuitos
activos adicionales, no relacionados con la funcionalidad de interconexion.

[0019] Las lineas de interconexion 272 y/o circuitos en el dado de interconexién de puente 240 se pueden formar
al nivel de oblea, incluyendo la formacion de los orificios rellenos de metal TSV 270 usando procedimientos con
semiconductores y de metalizacion convencionales, después de lo que la oblea se puede separar entonces en
dados de interconexion de puente 240 individuales.

[0020] La FIGURA 3 es una vista en seccion transversal en despiece ejemplar de un modo de realizaciéon de una
configuracién 300 de una interconexion de puente entre dos dados de chip boca abajo. Los circuitos activos del
dado 320 y del dado 330 de chip boca abajo estan en los segundos lados, orientados hacia el sustrato 210. Los
dados 320 y 330 se pueden fijar al sustrato 210, por ejemplo, por unién con bolas de soldadura o procedimientos
equivalentes usados en la encapsulacién de circuitos integrados.

[0021] Estan formadas vias a través de silicio (TSV) 373 a través del espesor de los dados 320 y 330 para
proporcionar una interconexion metalica entre los primeros lados (mostrados orientados hacia arriba en la FIGURA
2) y los circuitos activos en los segundos lados de los dados 320 y 330.

[0022] Las almohadillas de contacto 371 en el segundo lado del dado de interconexién de puente 240 y los
primeros lados de los dados 320 y 330 estan alineados, y se pueden unir usando procedimientos tales como, por
ejemplo, unién con bolas de soldadura y pasta conductora. Las almohadillas de contacto 371 formadas en los
dados 320, 330 y 240 posibilitan el contacto conductor entre las TSV 270 y 373 correspondientes. En consecuencia,
los circuitos activos en los dados 320 y 330 se conectan eléctricamente al primer lado del dado de interconexion
de puente 240, donde la interconexion entre los circuitos activos se completa usando las lineas de interconexién
272. Las almohadillas de contacto 371 se muestran como que interconectan los circuitos activos y las bolas de
soldadura.

[0023] La FIGURA 4 es una vista en seccion transversal en despiece ejemplar de un modo de realizaciéon de una
configuracién 400 de una interconexién de puente entre dos dados de unién con hilos 420 y 430. El dado de
interconexiéon de puente 240 puede ser sustancialmente el mismo que el dado de interconexion de puente 240
mostrado en la FIGURA 3. Es decir, el dado de interconexion de puente 240 de la FIGURA 4 puede tener los
mismos rasgos caracteristicos y disposicion de las TSV 270, alimohadillas de contacto 371, lineas de interconexion
272 y opcionalmente elementos de impedancia y/o dispositivos activos, también colocados en el primer lado del
dado de interconexion de puente 240 de la FIGURA 3.

[0024] Los dados de union con hilos semiconductores 420 y 430 tienen ambos un primer lado y un segundo lado,
donde los segundos lados de los dados 420 y 430 se orientan hacia y estan fijados al sustrato 210. La unioén con
hilos conecta las almohadillas de contacto en los primeros lados de los dados 420 y 430 a las almohadillas de
contacto en el sustrato 210. Como en la configuracién 300 de chip boca abajo de la FIGURA 3, los tres dados 420,
430 y 240 tienen almohadillas de contacto 371 en ubicaciones correspondientes para posibilitar la interconexién
de los circuitos de los dados 420 y 430 a través del dado de interconexién de puente 240.
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[0025] Los circuitos activos en los dados 420 y 430 estan ubicados en la primera superficie (es decir, orientados
hacia afuera del sustrato 210). En la configuracion 400, debido a que los circuitos activos estan en el primer lado,
la inclusion de TSV 373 en los dados 420 y 430, como se muestra en la FIGURA 4, se puede incluir opcionalmente
0 puede que no se requiera.

[0026] La FIGURA 5 es una vista en seccion transversal en despiece ejemplar de un modo de realizaciéon de una
configuracién 500 de una interconexion de puente entre el dado de chip boca abajo 320 y el dado de unién con
hilos 430. Se puede realizar una compensacion apropiada para las diferencias relativas en el espesor de los dados,
la altura de la unién con bolas, etc., para posicionar los primeros lados de ambos dados 320 y 430 a la misma
altura. La consideracién de interfaces apropiadas entre los dados de chip boca abajo, de puente y de unién con
hilos son las mismas como se describe con referencia a las FIGURAS 3 y 4. Por ejemplo, el dado de chip boca
abajo 320 tiene circuitos activos dispuestos en el segundo lado (es decir, orientados hacia el sustrato 210) y puede
requerir una pluralidad de TSV 373 conectadas a las almohadillas de contacto 371 en el primer lado para facilitar
las conexiones al dado de interconexion de puente 240. El dado de union con hilos 430, por otra parte, tiene
circuitos activos dispuestos en el primer lado (es decir, orientados hacia afuera del sustrato 210) y puede no requerir
las TSV 373. En cambio, las almohadillas de contacto 371 conectadas a los circuitos activos pueden ser suficientes.

[0027] La FIGURA 6 (que no se encuentra dentro del alcance de la invencién reivindicada) es una es una vista
en seccién transversal ejemplar de un ejemplo de una configuracién 600 en la que al menos uno o mas dados 640
adicionales (donde, con propdésitos ilustrativos, solo se muestra un dado 640) se apilan en el dado de interconexién
de puente 240. El dado 640 adicional puede incluir una funcionalidad, tecnologia de materiales u otra base para
formar el dado 640 por separado de otros dados 320, 430 que contienen dispositivos activos. El dado de puente
de interconexion 240 puede incluir almohadillas de contacto 371 en el primer lado para interconectarse con las
almohadillas de contacto 371 correspondientes orientadas opuestas y ubicadas en el dado 640. El dado 640 puede
incluir TSV 674 conectadas a las almohadillas de contacto 371 en ambos lados del dado 640 para proporcionar la
interconexiéon entre el dado de puente de interconexién 240 y las lineas de interconexién 672 y/o circuitos
funcionales en la superficie superior del dado 640. Los ejemplos de funcionalidad del dado 640 incluyen memoria,
retraso, amplificadores, logica, etc. Se puede considerar el apilamiento de dados 640 adicionales sobre el dado de
puente de interconexién 240, de acuerdo con la funcionalidad, la encapsulacion y otros objetivos deseados.
Cuando se emplea la unién con bolas para interconectar almohadillas en un dado adyacente (apilado
verticalmente), la disposicién de los circuitos puede estar en el primer o bien en el segundo lado del dado 640.

[0028] Se pueden obtener numerosas ventajas de los modos de realizacion descritos. Al usar un dado de puente,
los trazados de interconexion se pueden fabricar en cantidades a escala de oblea usando procedimientos con
semiconductores. El espesor de la metalizacion puede ser del orden de unos pocos micrometros 0 menos, con
anchos de linea adecuados para nodos tecnolégicos avanzados, tales como de 45 nm y menos. El metal puede
ser uno distinto a oro. En comparacién con la unioén con hilos de oro entre sustratos, se pueden obtener ahorros
sustanciales de material.

[0029] Ademas, la unién con hilos requiere un espacio minimo entre las almohadillas de contacto adyacentes en
un sustrato, por motivos debidos, al menos en parte, al tamano de la punta capilar usada en la unién con hilos. Por
el contrario, es posible una distancia entre centros muy fina de los trazados de interconexién en el dado de puente,
haciendo posible las interconexiones densas. Ademas, con la unidon con hilos, cada unién se consigue
individualmente, mientras que con una interconexion de puente, se consiguen multiples uniones con una colocacion
a nivel de chip y procedimientos de unién, tales como, por ejemplo, reflujo de soldadura.

[0030] Ademas, cuando se ha disefiado previamente una configuracion con mdultiples chips de lado a lado para
la unién con hilos, se puede implementar de forma beneficiosa una interconexion de puente para reemplazar a la
unién con hilos, mientras que se hace uso de las almohadillas de contacto existentes. Un reemplazo de la
interconexién de puente por la unién con hilos reduce el nimero de etapas de ensamblaje de multiples etapas de
unién con hilos separadas a una Unica colocacion de dados.

[0031] Todavia mas, la unién con hilos tipicamente implica un bucle en el arco del hilo entre dos almohadillas de
unién ademas de una distancia minima requerida entre las almohadillas de unién. Como resultado, la inductancia
de los hilos puede degradar el rendimiento, especialmente en dispositivos de alta velocidad donde la impedancia
inductiva se incrementa con la frecuencia. La radiacion electromagnética de los conductores se puede detectar de
forma no deseable en otra parte en los chips dentro del encapsulado. Con un dado de puente, los dados que se
van a conectar se pueden colocar proximos entre si, lo que reduce la radiacion y lo que incrementa la eficacia de
utilizacién del encapsulado. El dado de puente se puede fabricar bastante pequefio, con rutas de interconexion
mas cortas de forma correspondiente que las que se requeririan con las uniones con hilos.

[0032] Aun otra ventaja es la capacidad eficaz de incluir en un Gnico encapsulado dos 0 mas circuitos integrados
que requieran diferentes materiales, flujos de procedimiento o nodos tecnolégicos para optimizar el rendimiento a
"nivel de sistema" dado por los beneficios personalizados de cada chip. Esto posibilita una funcionalidad de mayor
nivel en un Unico encapsulado.
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[0033] Todavia otra ventaja es la capacidad de incluir una funcionalidad en el dado de puente, que no se puede
posibilitar exclusivamente por unién con hilos.

[0034] Muchas de las mismas ventajas se aplican cuando se usa la union de chips boca abajo para encapsular
dados de circuitos integrados. Al implementar las TSV en dados de chip boca abajo, se pueden posibilitar las
interconexiones con una distancia entre centros fina y la economia de espacio de las rutas de conexiones.

[0035] Aunque la presente invencion y sus ventajas se han descrito en detalle, se debe entender que se pueden
realizar diversos cambios, sustituciones y alteraciones en el presente documento sin apartarse del alcance de la
invencion como se define por las reivindicaciones adjuntas. Por ejemplo, aunque se ha usado una operacién de
lectura en el analisis, se contempla que la invencién se aplique igualmente a las operaciones de escritura. Por
ejemplo, aunque que TSV sea un término comun de la técnica en referencia a las vias en dados de silicio, se
pueden formar vias en otros materiales, y, en particular, otros dados semiconductores, tales como GaAs, SiC, GaN
u otros materiales adecuados. El término TSV se puede aplicar con aplicacion a cualquiera de dichos materiales.
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REIVINDICACIONES
Un sistema de interconexion de puente entre circuitos integrados (200; 300; 400), que comprende:
un primer dado semiconductor (220; 320; 420) que tiene un primer lado y un segundo lado;

un segundo dado semiconductor (230; 330; 430), que tiene un primer lado y un segundo lado, provisto
en una configuracion de lado a lado con el primer dado semiconductor (220; 320; 420):

un dado semiconductor de puente (240), que tiene un primer lado y un segundo lado;

estando dispuesto el segundo lado del dado semiconductor de puente (240) al menos parcialmente
en los primeros lados del primer dado semiconductor (220; 320; 420) y el segundo dado
semiconductor (230; 330; 430);

estando configurado el dado semiconductor de puente (240) para interconectar eléctricamente el
primer dado semiconductor (220; 320; 420) y el segundo dado semiconductor (230; 330; 430);

teniendo el dado semiconductor de puente (240) vias a través (270) de dado semiconductor de
puente desde el primer lado del dado semiconductor de puente al segundo lado del dado
semiconductor de puente, caracterizado por que:

estando las vias a través (270) de dado semiconductor de puente rellenas de metalizaciones para
conectar lineas de interconexion (272) de metal pasivo en el primer lado del dado semiconductor
de puente (240) para posibilitar la interconexion.

El sistema de la reivindicacién 1, en el que al menos uno del primer dado semiconductor (220; 320; 420) y
segundo dado semiconductor (230; 330; 430) comprende:

un dado semiconductor de chip boca abajo (320, 330) que tiene circuitos dispuestos en el segundo lado;

y

vias a través (273) de chip boca abajo desde el primer lado del dado semiconductor de chip boca abajo
al segundo lado del dado semiconductor de chip boca abajo, estando las vias a través (373) de chip
boca abajo rellenas de metalizaciones para conectar circuitos activos en el segundo lado del dado
semiconductor de chip boca abajo (320, 330) a una o mas almohadillas de contacto (371) en el primer
lado del dado semiconductor de chip boca abajo.

El sistema de la reivindicacién 2, en el que:

el primer dado semiconductor es el dado semiconductor de chip boca abajo (320) que tiene circuitos
dispuestos en el segundo lado; y

el segundo dado de semiconductor es un dado de unién con hilos (430).

El sistema de la reivindicacién 1, en el que al menos uno del primer dado semiconductor (220; 420) y segundo
dado semiconductor (230; 430) comprende circuitos dispuestos en el primer lado del dado semiconductor.

El sistema de la reivindicacion 1, que comprende ademas una o mas almohadillas de contacto (371) en el
primer lado del primer dado semiconductor (220; 320; 420) y el primer lado del segundo dado semiconductor
(230; 330; 430).

El sistema de la reivindicacion 5, en el que el dado semiconductor de puente (240) comprende ademas:

una o mas almohadillas de contacto (371) en el segundo lado del dado semiconductor de puente
correspondientes a las vias a través (270) de dado semiconductor de puente y opuestas a y correspondientes
a las una o mas almohadillas de contacto (371) en los primeros lados del primer y/o segundo dado
semiconductor.

El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el dado semiconductor de puente
(240) se fabrica usando un flujo de procedimiento que es diferente de un flujo de procedimiento
correspondiente al primer dado semiconductor (220; 320; 420) y/o el segundo dado semiconductor (230; 330;
430).
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El sistema de cualquier reivindicacion precedente, que comprende ademas un encapsulado para contener
los dados semiconductores (220; 320; 420, 230; 330; 430) y un sustrato (210) dispuesto dentro del
encapsulado para recibir dados semiconductores (220; 320; 420, 230; 330; 430), en el que el primer dado
semiconductor (220; 320; 420) esta dispuesto en el sustrato (210) con el segundo lado orientado hacia el
sustrato (210) y el segundo dado semiconductor (230; 330; 430) esta dispuesto en el sustrato (210) con el
segundo lado orientado hacia el sustrato (210).
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